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Introduzione e obiettivi

Ottimizzazione di dispositivi per
I'elettronica delle microonde
(ad es. applicazioni wireless)

Simulazioni numerica a livello fisico

SYNOPSYS

= sensitivity da strumenti TCAD FivadiclsblsBSutcuss

Le quantita elettriche per le quali si vuole valutare la sensibilita non possono

essere estratte direttamente

necessita

< necessia L
Implementazione di un simulatore in house
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Sensitivity & Funzioni di Green

Variazione di un parametro elettrico y in 87/
funzione di un parametro tecnologicoo ——» §7 = L
O

(variazione della tensione di soglia di un FET in funzione del a
drogaggio nel canale) O

Valutazione diretta della sensitivity
richiede numerose simulazioni ::)

Per piccole variazioni si puo utilizzare un approccio linearizzato

time consuming

K La derivata puo0 essere utilizzata in un processo di

ottimizzazione gradient-based
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Esempio: un MESFET con Field
Plate

Valutazione delle performance elettriche in funzione dei
parametri tecnologici d’interesse

i i Sensibilita della tensione di
ODbiettivo breakdown di un FP-MESFET

rispetto alla geometria e parametri
fisici del FP
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Ids

Caratteristiche statiche con e senza FP

LUintroduzione del Field
Plate FP aumenta la
tensione di breakdown del
MESFET
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Sensitivity delle correnti di drain e gate in
valanga al variare dello spessore di SiO,
(modello equivalente)

linearizz

= Risolviamo Poisson neII’ossido|:> V(éE) =0 O> V(éﬁE) =0
= Variando & = &, + ¢ |:> V[(go + é}g‘)(Eo + &E)] =0

—>  V(gE)=-V(E)

» La sensibilita viene valutata tramite l'integrale sul volume di una
distribuzione locale della sensibilita. Quest’ultima & espressa tramite la
funzione di Green.

5l=~| GV(E,o¢)dr
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Funzione di Green scalare del Gate e
del Dra
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Sensitivity della corrente vs. o€
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Conclusioni

Future work:

> Aggiungere l'integrale di ionizzazione come
variabile di uscita per la funzione di Green

» Dimostrare che la tecnica proposta € in grado
di effettuare la ottimizzazione della struttura del
Field Plate

» Estendere la analisi al caso di un HEMT GaN
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